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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線基板と、
　前記配線基板に搭載された電子部品と、
　前記電子部品上に設けられ、前記電子部品の外形に沿って枠状に形成された枠基体部と
、前記枠基体部の上面に設けられ前記枠基体部よりも幅広に形成された枠状の接着部とを
有する枠状部材と、
　前記接着部の上面に接着されたキャップ部材と、
　前記接着部の下面に接するように形成され、前記枠状部材よりも外側の前記電子部品及
び前記配線基板を封止する封止樹脂と、を有し、
　前記キャップ部材が配置された接着部の上面は、前記枠基体部の上面全周に亘って前記
枠基体部よりも幅広に形成されていることを特徴とする半導体パッケージ。
【請求項２】
　前記接着部の上面は、前記封止樹脂よりも上方に突出していることを特徴とする請求項
１に記載の半導体パッケージ。
【請求項３】
　前記キャップ部材は、平板状に形成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載
の半導体パッケージ。
【請求項４】
　前記電子部品と前記枠状部材と前記キャップ部材とによって、気密封止された空間が形
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成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の半導体パッケージ。
【請求項５】
　前記接着部の上面の外縁は前記枠基体部の外周面よりも外側に形成され、前記接着部の
上面の内縁は前記枠基体部の外周面よりも内側に形成されていることを特徴とする請求項
１～４のいずれか１つに記載の半導体パッケージ。
【請求項６】
　前記接着部の上面には、凹部が形成され、
　前記凹部に充填され、且つ前記接着部の上面に塗布された接着剤を介して、前記キャッ
プ部材が前記接着部の上面に接着されていることを特徴とする請求項１～５のいずれか１
つに記載の半導体パッケージ。
【請求項７】
　前記凹部は、前記接着部の外形に沿って環状に形成されていることを特徴とする請求項
６に記載の半導体パッケージ。
【請求項８】
　前記枠状部材の内周面には、底面側の部材が内側に突出されて段差部が形成されている
ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１つに記載の半導体パッケージ。
【請求項９】
　前記枠状部材の内周面は、前記枠基体部の底面から前記接着部の上面に向かって内径が
小さくなるテーパ形状に形成されていることを特徴とする請求項１～７のいずれか１つに
記載の半導体パッケージ。
【請求項１０】
　前記枠状部材は、前記キャップ部材を取り囲むように前記接着部の外周に立設された立
設部を有することを特徴とする請求項１～９のいずれか１つに記載の半導体パッケージ。
【請求項１１】
　前記接着部と前記キャップ部材とを接着する接着剤、及び前記電子部品と前記枠状部材
とを接着する接着剤の少なくとも一方は、熱硬化型及び紫外線硬化型の接着剤であること
を特徴とする請求項１～１０のいずれか１つに記載の半導体パッケージ。
【請求項１２】
　前記電子部品は撮像素子であり、前記キャップ部材はガラスから形成されていることを
特徴とする請求項１～１１のいずれか１つに記載の半導体パッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体パッケージに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯端末機などのカメラ部を構成するためのカメラモジュールが開発されている
（例えば、特許文献１参照）。
　図１０は、従来のカメラモジュールに使用される半導体パッケージの断面構造を示して
いる。
【０００３】
　図１０に示すように、配線層７１を備えた配線基板７０の上に撮像素子８０が実装され
ている。撮像素子８０はその受光面が上側になって配線基板７０上に固着されている。撮
像素子８０の接続パッド８１がワイヤ８２を介して配線基板７０の配線層７１に接続され
ている。
【０００４】
　配線基板７０の上には撮像素子８０を取り囲むように枠状部材９０が固着されている。
枠状部材９０は、その内周面に内側に突出する枠状の接着部９１を備えている。
　そして、枠状部材９０の接着部９１の上に、接着剤９２によってガラスキャップ１００
が接着されている。このようにして、配線基板７０、枠状部材９０及びガラスキャップ１
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００によって囲まれた空間Ｓ１０が気密封止され、その空間Ｓ１０に撮像素子８０が収容
される。これにより、撮像素子８０上にごみ等が付着することが防止される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１４１１２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、上述のように配線基板７０、枠状部材９０及びガラスキャップ１００によっ
て撮像素子８０全体が気密封止されると、半導体パッケージ全体が大型化される。このた
め、近年益々小型化されるカメラモジュールへの上記半導体パッケージの適用が困難にな
ってきており、この点において、なお改善の余地を残すものとなっていた。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一観点によれば、配線基板と、前記配線基板に搭載された電子部品と、前記電
子部品上に設けられ、前記電子部品の外形に沿って枠状に形成された枠基体部と、前記枠
基体部の上面に設けられ前記枠基体部よりも幅広に形成された枠状の接着部とを有する枠
状部材と、前記接着部の上面に接着されたキャップ部材と、前記接着部の下面に接するよ
うに形成され、前記枠状部材よりも外側の前記電子部品及び前記配線基板を封止する封止
樹脂と、を有し、前記キャップ部材が配置された前記接着部の上面は、前記枠基体部の上
面全周に亘って前記枠基体部よりも幅広に形成されている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一観点によれば、半導体パッケージの小型化ができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】（ａ）は本実施形態の半導体パッケージの概略断面図であり、（ｂ）は本実施形
態の半導体パッケージの概略平面図である。なお、（ｂ）では、キャップ部材とそのキャ
ップ部材を接着する接着剤とを省略している。
【図２】（ａ）～（ｅ）は、半導体パッケージの製造方法を示す概略断面図。
【図３】（ａ）～（ｃ）は、半導体パッケージの製造方法を示す概略断面図。
【図４】（ａ）、（ｂ）は、半導体パッケージの製造方法を示す概略平面図。
【図５】（ａ）～（ｄ）は、変形例の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面図。
【図６】変形例の半導体パッケージを示す概略断面図。
【図７】変形例の半導体パッケージを示す概略断面図。
【図８】変形例の半導体パッケージを示す概略断面図。
【図９】変形例の半導体パッケージを示す概略平面図。なお、本図では、キャップ部材と
そのキャップ部材を接着する接着剤とを省略している。
【図１０】従来の半導体パッケージを示す概略断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付図面を参照して各実施形態を説明する。なお、添付図面は、構造の概略を説
明するためのものであり、実際の大きさを表していない。
　以下、一実施形態を図１～図４に従って説明する。
【００１１】
　図１（ａ）に示すように、カメラモジュールに使用される半導体パッケージ１は、配線
基板１０と、その配線基板１０上に実装された撮像素子２０と、撮像素子２０上に固着さ
れた枠状部材３０と、枠状部材３０に固着されたキャップ部材５０とを有している。
【００１２】
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　配線基板１０は、基板本体１１と、その基板本体１１の厚み方向に貫通する貫通電極１
２と、配線パターン１３，１４とを有している。基板本体１１としては、例えばガラスエ
ポキシ基板を用いることができる。この基板本体１１には、所要の箇所（図１（ａ）では
２箇所）に貫通孔１１Ｘが形成されている。この貫通孔１１Ｘは、基板本体１１の第１主
面１１Ａから第２主面１１Ｂまでを貫通するように形成されている。
【００１３】
　貫通電極１２は貫通孔１１Ｘに設けられている。貫通電極１２は、その一方の端部が配
線パターン１３に接続されるとともに、他方の端部が配線パターン１４に接続されている
。
【００１４】
　配線パターン１３は、基板本体１１の第１主面１１Ａ（撮像素子２０が実装される実装
面）に形成されている。また、配線パターン１４は、基板本体１１の第２主面１１Ｂ（実
装面と反対側の面）に形成されている。これら配線パターン１３，１４は、上記貫通電極
１２を介して相互に電気的に接続されている。なお、貫通電極１２及び配線パターン１３
，１４の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）などの金属を用いることができる。
【００１５】
　撮像素子２０は、その受光面（上面２０Ａ）を上側に向けた状態で基板本体１１の第１
主面１１Ａ上に固着されている。撮像素子２０としては、例えばＣＭＯＳイメージセンサ
やＣＣＤイメージセンサを用いることができる。この撮像素子２０の接続パッド２１は、
ワイヤ２２を介して配線基板１０の配線パターン１３に電気的に接続されている。
【００１６】
　撮像素子２０の上には、枠状部材３０が接着されている。具体的には、枠状部材３０は
、接着剤２３によって撮像素子２０の上面２０Ａ上に接着されている。より具体的には、
枠状部材３０は、撮像素子２０の有効画素領域Ａ１（図１（ｂ）参照）よりも外側の領域
（例えば、オプティカルブラック領域）上に接着されている。すなわち、枠状部材３０は
、撮像素子２０の有効画素領域Ａ１（受光部など撮像特性に影響を与える領域）を取り囲
むように撮像素子２０上に接着されている。なお、枠状部材３０の材料としては、絶縁性
を有し、所望の形状に加工可能で十分な強度を有する材料であれば、特に制限されない。
また、当該半導体パッケージ１がマザーボードにはんだ実装される場合には、枠状部材３
０の材料としては、２５０℃～２７０℃程度の耐熱性を有する材料であることが好ましい
。例えば枠状部材３０の材料としては、ポリカーボネート（ＰＣ）やポリフェニレンサル
ファイド（ＰＰＳ）などの樹脂を用いることができる。また、接着剤２３としては、熱硬
化型の接着剤を用いることができる。熱硬化型の接着剤としては、エポキシ系接着剤やウ
レタン系接着剤などを用いることができる。
【００１７】
　上記枠状部材３０は、底面が接着剤２３を介して撮像素子２０に接着された枠状（額縁
状）の枠基体部３１と、その枠基体部３１よりも幅広の枠状の接着部３２と、その接着部
３２の外周に形成され上方に向かって立設された立設部３３とを有している。これら枠基
体部３１、接着部３２及び立設部３３は、一体に成型（形成）されている。
【００１８】
　枠基体部３１は、例えば高さＨ１が３００μｍ、幅Ｗ１が５００μｍに設定されている
。接着部３２は、枠基体部３１の上面に形成されている。接着部３２は、その内周面が枠
基体部３１の内周面よりも外側になるように形成されている。により、枠状部材３０の内
周面には、段差部３０Ｄが形成されている。すなわち、枠状部材３０の内周面には、底面
側の部材（ここでは、枠基体部３１）が接着部３２の上面３２Ａの内周端よりも内側に突
出されて段差部３０Ｄが形成されている。また、接着部３２は、その外周面が枠基体部３
１の外周面よりも外側に突出するように形成されている。この接着部３２は、例えば高さ
Ｈ２が２００μｍ、幅Ｗ２が６００μｍに設定されている。
【００１９】
　また、接着部３２の上面３２Ａ（接着面）には、凹部３２Ｘが形成されている。この凹
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部３２Ｘは、接着部３２の上面３２Ａから厚みの途中まで形成されている。また、凹部３
２Ｘは、図１（ｂ）に示すように、平面視において環状且つ帯状に形成されている。この
凹部３２Ｘは、例えば幅Ｗ３が例えば１００μｍ、深さＨ３（図１（ａ）参照）が１００
μｍに設定されている。
【００２０】
　図１（ａ）に示すように、立設部３３は、接着部３２上に接着されるキャップ部材５０
を取り囲むように形成されている。この立設部３３は、例えば高さＨ４が４００μｍ、幅
Ｗ４が１００μｍに設定されている。
【００２１】
　枠状部材３０の接着部３２の上面３２Ａには、接着剤４０によってキャップ部材５０が
接着されている。この接着剤４０は、接着部３２の上面３２Ａに塗布されるとともに、凹
部３２Ｘに充填されている。さらに、接着剤４０は、立設部３３とキャップ部材５０との
間にも形成されている。この接着剤４０としては、熱硬化型及び紫外線（ＵＶ）硬化型の
接着剤を用いることができる。この熱硬化型及びＵＶ硬化型の接着剤としては、エポキシ
系接着剤やアクリル系接着剤などを用いることができる。
【００２２】
　キャップ部材５０は、四角形の平板状のガラス板である。このキャップ部材５０は、例
えばサイズが８ｍｍ×６ｍｍである。このキャップ部材５０が枠状部材３０上に固着され
ると、撮像素子２０、枠状部材３０及びキャップ部材５０によって形成される空間Ｓ１が
気密封止され、その空間Ｓ１が外気から隔絶される。これにより、撮像素子２０上（特に
、有効画素領域Ａ１上）に、ごみが付着することが防止され、そのごみによって撮像素子
２０に入射する入射光が遮られる等の問題が発生することが防止される。また、上記キャ
ップ部材５０は、外光から可視光以外のＩＲ（赤外線）領域の光を取り除くＩＲカットフ
ィルタとしても機能する。
【００２３】
　枠状部材３０よりも外側に配置された撮像素子２０及び配線基板１０上には、封止樹脂
６０が形成されている。この封止樹脂６０は、枠状部材３０の接着部３２の下面及び立設
部３３の下面に接するように形成されている。より具体的には、封止樹脂６０は、接着部
３２の下面と配線基板１０及び撮像素子２０との間の空間を充填するように形成されてい
る。これにより、枠状部材３０は、接着剤２３によって撮像素子２０上に接着されるとと
もに、封止樹脂６０によって支持される。また、この封止樹脂６０によって、配線パター
ン１３、接続パッド２１やワイヤ２２等が封止される。この封止樹脂６０の材料としては
、例えばエポキシ樹脂やポリイミド樹脂などの絶縁樹脂を用いることができる。具体的に
は、封止樹脂６０としては、ポッティング法によって形成されたポッティング樹脂を用い
ることができる。
【００２４】
　次に、このような構造を採用した半導体パッケージ１の作用を説明する。
　半導体パッケージ１では、枠状部材３０を撮像素子２０上に設けるようにした。これに
より、配線基板１０上に枠状部材３０を配置するスペースが不要となるため、その分だけ
配線基板１０のサイズを小さくすることができ、半導体パッケージ１を小型化することが
できる。また、接着部３２と配線基板１０及び撮像素子２０との間の空間を充填し、接着
部３２の下面に接するように形成された封止樹脂６０によって、枠状部材３０を支持する
ようにした。これにより、接着剤２３による枠基体部３１と撮像素子２０との接着と併せ
て、枠状部材３０を強固に支持することができる。
【００２５】
　ここで、枠状部材３０の支持を強固にする方法としては、例えば配線基板１０の断面を
コの字状に形成し、つまり配線基板１０の両端に上方に向かって突出する突出部を設け、
その突出部で枠状部材３０（接着部３２）を支持する方法も考えられる。しかし、この場
合には、配線パターン１３よりも外側領域に上記突出部を形成する必要があるため、配線
基板１０が大型化し、ひいては半導体パッケージが大型化するという問題がある。これに
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対し、本実施形態の半導体パッケージ１では、接着部３２の下面と配線基板１０及び撮像
素子２０との間の空間に封止樹脂６０を形成することができるため、枠状部材３０の支持
を強固にするために、枠状部材３０の外形を不要に大きくする必要がない。さらに、枠状
部材３０の支持を強固にするために、枠状部材３０の外形よりも不要に大きな部材を設け
る必要がない。これにより、半導体パッケージ１の大型化を好適に抑制することができる
。
【００２６】
　また、成型品である枠状部材３０によって、撮像素子２０とキャップ部材５０とを離間
させるようにした。このため、枠状部材３０の高さを適宜調節することにより、撮像素子
２０の上面２０Ａからキャップ部材５０の下面までの距離（エアギャップ）を所望の距離
に調整することができる。これにより、上記エアギャップを大きく確保することも可能と
なることから、キャップ部材５０であるガラス板の傷、汚れや付着異物等の管理スペック
を緩和することが可能となり、歩留まり向上にもつながる。
【００２７】
　また、枠状部材３０では、枠基体部３１の上面に、その枠基体部３１よりも幅広の接着
部３２を設けるようにした。これにより、接着部３２（の上面３２Ａに塗布された接着剤
４０）とキャップ部材５０との接触面積を大きくすることができるため、接着部３２とキ
ャップ部材５０を強固に接着させることができる。
【００２８】
　さらに、接着部３２の上面３２Ａに環状の凹部３２Ｘを形成するようにした。そして、
その凹部３２Ｘ内に接着剤４０を充填するとともに、接着部３２の上面３２Ａに接着剤４
０を塗布するようにした。このように凹部３２Ｘ内に接着剤４０が充填されることにより
、接着剤４０を厚く形成することができる。すなわち、枠状部材３０やキャップ部材５０
よりも弾性率の低い接着剤４０を厚く形成することができる。これにより、例えば半導体
パッケージ１をマザーボード等にはんだ実装する際などに熱処理が実施されても、厚く形
成された接着剤４０によって枠状部材３０とキャップ部材５０との間における熱応力を緩
和させることができる。具体的には、枠状部材３０の熱膨張係数とキャップ部材５０の熱
膨張係数の差が接着剤４０の弾性変形により吸収されるため、それら互いの熱膨張係数の
相違により発生する熱応力を緩和させることができる。したがって、キャップ部材５０の
反り等の問題の発生を抑制することができる。
【００２９】
　次に、上記半導体パッケージ１の製造方法を説明する。
　まず、図２（ａ）に示すような配線基板１０を用意する。配線基板１０には、公知の技
術を用いて、貫通孔１１Ｘ、貫通電極１２及び配線パターン１３，１４が形成されている
。
【００３０】
　次に、図２（ｂ）に示すように、配線基板１０の第１主面１１Ａに、受光面を上側にし
た状態で撮像素子２０を実装する（ダイボンディング）。続いて、撮像素子２０の接続パ
ッド２１と配線基板１０の配線パターン１３とをワイヤ２２によって電気的に接続する（
ワイヤボンディング）。
【００３１】
　ここで、図１に示す枠状部材３０、つまり枠基体部３１よりも幅広の接着部３２の上面
３２Ａに凹部３２Ｘが形成された枠状部材３０を用意する。この枠状部材３０は、例えば
金型にポリカーボネートやポリフェニレンサルファイドなどの樹脂を流し込み、急冷・固
化させて取り出すことによって一括成型して得ることができる。なお、枠状部材３０は、
印刷などによって形成してもよく、任意の形状に枠状部材３０を形成可能であれば、その
製造方法は特に限定されない。
【００３２】
　次いで、図２（ｃ）に示すように、撮像素子２０の上面２０Ａに、撮像素子２０の外周
面（外形）に沿って枠状に熱硬化型の接着剤２３を塗布する。この接着剤２３は、撮像素
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子２０の有効画素領域Ａ１（図１（ｂ）参照）に広がらないように塗布される。そして、
接着剤２３の上に枠状部材３０を配置する。具体的には、枠状部材３０の枠基体部３１の
底面が接着剤２３に接するように、枠状部材３０を撮像素子２０上に配置する。
【００３３】
　次に、所定の温度（例えば８５℃程度）で熱処理することによって上記接着剤２３を硬
化させる。これにより、枠状部材３０が撮像素子２０の上面２０Ａに接着される。
　次いで、図２（ｄ）に示すように、枠状部材３０の接着部３２の凹部３２ＸにＵＶ硬化
型及び熱硬化型の接着剤４０を充填するとともに、接着部３２の上面３２Ａに接着剤４０
を塗布する。
【００３４】
　続いて、図２（ｅ）に示すように、枠状部材３０の接着部３２の外形よりも一回り小さ
なサイズのキャップ部材５０を用意し、接着部３２の上面３２Ａにキャップ部材５０を配
置する。これにより、撮像素子２０と、枠状部材３０と、キャップ部材５０とによって囲
まれた空間Ｓ１が密閉され、その空間Ｓ１内の撮像素子２０の有効画素領域Ａ１が外気か
ら隔絶される。なお、キャップ部材５０が接着部３２の上面３２Ａに配置されるとき、接
着部３２上の接着剤４０が接着部３２の幅方向に広がる。このとき、接着部３２の外周端
には立設部３３が形成されているため、幅方向に広がった接着剤４０は立設部３３の内壁
に沿って高さ方向に広がる。これにより、立設部３３とキャップ部材５０との間にも接着
剤４０が形成される。一方、接着部３２の内周側には、その接着部３２の内周面よりも内
側に突出された枠基体部３１によって段差部３０Ｄが形成されているため、幅方向に広が
った接着剤４０が撮像素子２０上に落下することが抑制される。
【００３５】
　次に、ＵＶ照射により接着剤４０を半硬化させた後、所定の温度（例えば８５℃程度）
で熱処理することによって上記接着剤４０を完全に硬化させる。これにより、空間Ｓ１内
の空気膨張に起因してキャップ部材５０が持ち上がる等の問題の発生が抑制され、キャッ
プ部材５０が接着部３２の上面３２Ａに接着される。このとき、接着部３２の上面３２Ａ
だけでなく、立設部３３とキャップ部材５０との間にも接着剤４０が形成されているため
、キャップ部材５０を枠状部材３０に強固に接着させることができる。
【００３６】
　続いて、図３（ａ）に示すように、配線パターン１３よりも外側領域の基板本体１１の
第１主面１１Ａ上にダム６１を形成する。ここで、図４（ａ）に示すように、半導体パッ
ケージ１が多数形成される多数個取り基板１０Ａを使用する場合には、その基板１０Ａの
外形に沿って枠状にダム６１が形成される。このダム６１の材料としては、粘度の高い材
料が好ましく、例えばエポキシ樹脂を用いることができる。なお、ダム６１は、額縁状の
枠を貼り付ける方法や、ガラスエポキシ基板の製造方法（フォトリソグラフィ法や印刷法
などの方法）などにより形成される。
【００３７】
　次に、図４（ｂ）に示すように、ダム６１で囲まれた領域に、封止樹脂６０をポッティ
ングにより注入し、その封止樹脂６０を加熱により硬化する。この封止樹脂６０は、図３
（ｂ）に示すように、枠状部材３０の接着部３２の下面及び立設部３３の下面と撮像素子
２０及び配線基板１０との空間が充填されるように注入される。これにより、図３（ｂ）
に示すように、枠状部材３０が封止樹脂６０によって支持され、配線パターン１３、接続
パッド２１及びワイヤ２２が封止樹脂６０によって封止される。なお、この工程において
、ダム６１は、封止樹脂６０をせき止める部材として機能する。
【００３８】
　続いて、図３（ｃ）に示すように、図３（ｂ）に示した構造体をダイシング位置Ｂに沿
って切断して個片化することにより、多数の半導体パッケージ１が製造される。
　以上説明した本実施形態によれば、以下の効果を奏することができる。
【００３９】
　（１）半導体パッケージ１では、枠状部材３０を撮像素子２０上に設けるようにした。
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これにより、配線基板１０上に枠状部材３０を配置するスペースが不要となるため、その
分だけ配線基板１０のサイズを小さくすることができ、半導体パッケージ１を小型化する
ことができる。また、接着部３２と配線基板１０及び撮像素子２０との間の空間を充填し
、接着部３２の下面に接するように形成された封止樹脂６０によって、枠状部材３０を支
持するようにした。これにより、接着剤２３による枠基体部３１と撮像素子２０との接着
と併せて、枠状部材３０を強固に支持することができる。
【００４０】
　（２）接着部３２の上面３２Ａに凹部３２Ｘを形成するようにした。そして、その凹部
３２Ｘ内に接着剤４０を充填するとともに、接着部３２の上面３２Ａに接着剤４０を塗布
するようにした。このように凹部３２Ｘ内に接着剤４０が充填されることにより、枠状部
材３０やキャップ部材５０よりも弾性率の低い接着剤４０を厚く形成することができる。
これにより、半導体パッケージ１に熱処理を施す際に、枠状部材３０の熱膨張係数とキャ
ップ部材５０の熱膨張係数の差が接着剤４０の弾性変形により吸収されるため、それら互
いの熱膨張係数の相違により発生する熱応力を緩和させることができる。したがって、キ
ャップ部材５０の反り等の問題の発生を抑制することができる。
【００４１】
　（３）凹部３２Ｘを環状に形成するようにした。これにより、接着部３２の上面３２Ａ
に凹部３２Ｘが均等に形成されるため、接着部３２の上面３２Ａ全面で熱応力を緩和させ
ることができる。したがって、キャップ部材５０の反り等の問題の発生を効果的に抑制す
ることができる。
【００４２】
　（他の実施形態）
　なお、上記実施形態は、これを適宜変更した以下の態様にて実施することもできる。
　・上記実施形態では、枠状部材３０を撮像素子２０上に接着した後に、その枠状部材３
０上にキャップ部材５０を接着するようにした。これに限らず、例えば枠状部材３０上に
キャップ部材５０を接着した後に、その枠状部材３０を撮像素子２０上に接着するように
してもよい。この場合の半導体パッケージ１の製造方法を以下に説明する。
【００４３】
　図５（ａ）に示すように、枠状部材３０を撮像素子２０に接着する前に、枠状部材３０
の接着部３２の凹部３２Ｘに接着剤４０Ａを充填するとともに、接着部３２の上面３２Ａ
に接着剤４０Ａを塗布する。この接着剤４０Ａとしては、熱硬化型の接着剤を用いること
ができる。熱硬化型の接着剤としては、エポキシ系接着剤やウレタン系接着剤などを用い
ることができる。
【００４４】
　次に、図５（ｂ）に示すように、枠状部材３０の接着部３２の外形よりも一回り小さな
サイズのキャップ部材５０を接着部３２の上面３２Ａに配置する。続いて、所定の温度（
例えば８５℃程度）で熱処理することによって上記接着剤４０Ａを硬化させる。これによ
り、キャップ部材５０が枠状部材３０の上面に接着される。
【００４５】
　一方、図５（ｃ）に示すように、配線基板１０上に実装された撮像素子２０の上面２０
Ａに、その撮像素子２０の外周面に沿って枠状に接着剤２３Ａを塗布する。この接着剤２
３Ａとしては、熱硬化型及びＵＶ硬化型の接着剤を用いることができる。この熱硬化型及
びＵＶ硬化型の接着剤としては、エポキシ系接着剤やアクリル系接着剤などを用いること
ができる。
【００４６】
　次に、図５（ｄ）に示すように、キャップ部材５０が接着された枠状部材３０を撮像素
子２０上に配置する。具体的には、枠状部材３０の枠基体部３１の底面が接着剤２３Ａに
接するように、枠状部材３０を撮像素子２０上に配置する。続いて、ＵＶ照射により接着
剤２３Ａを半硬化させた後、所定の温度（例えば８５℃程度）で熱処理することによって
上記接着剤２３Ａを完全に硬化させる。これにより、キャップ部材５０が接着された枠状
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【００４７】
　なお、その後の製造工程は、図３（ａ）～図３（ｃ）に示した工程と同様に実施するこ
とができるため、ここでは説明を省略する。
　・図６に示されるように、枠状部材３０から立設部３３を省略した構造を採用すること
もできる。
【００４８】
　・上記実施形態の封止樹脂６０としては、ポッティング法により形成されたポッティン
グ樹脂を用いるようにした。これに限らず、図７に示すように、例えば封止樹脂６０Ａと
して、トランスファーモールド法、コンプレッションモールド法やインジェクションモー
ルド法などにより形成されたモールド樹脂を用いてもよい。なお、図７の例では、封止樹
脂６０Ａの上面と枠状部材３０の立設部３３の上面とが面一になるように、封止樹脂６０
Ａが形成されている。
【００４９】
　・図８に示されるように、枠状部材３０（枠基体部３１及び接着部３２）の内周面３０
Ａを、枠基体部３１の底面から接着部３２の上面３２Ａに向かって内径が小さくなるテー
パ形状に形成するようにしてもよい。これによれば、撮像素子２０の上面２０Ａに配置さ
れる枠基体部３１の底面積が小さくなるため、撮像素子２０と枠状部材３０とを接着する
接着剤２３の塗布領域を小さくすることができる。したがって、接着剤２３が撮像素子２
０の有効画素領域Ａ１に広がることを好適に抑制することができる。
【００５０】
　・上記実施形態では、接着部３２の凹部３２Ｘの形状を環状に形成するようにしたが、
この形状に限定されない。例えば図９に示すように、枠状部材３０の接着部３２の上面３
２Ａにおける四辺に直線状の凹部３２Ｘを形成するようにしてもよい。また、接着部３２
の上面３２Ａにおいて散在するように凹部３２Ｘを形成するようにしてもよい。
【００５１】
　・上記実施形態では、枠基体部３１と接着部３２と立設部３３とを一体に成型して枠状
部材３０を形成するようにしたが、例えば枠基体部３１と接着部３２と立設部３３とを接
着剤等で接着して枠状部材３０を形成するようにしてもよい。
【００５２】
　・上記実施形態では、撮像素子２０を配線基板１０上に搭載するようにしたが、撮像素
子２０以外の電子部品を配線基板１０上に搭載するようにしてもよい。例えば光半導体素
子を配線基板１０上に搭載するようにしてもよい。光半導体素子としては、例えば面発光
型の半導体レーザや受光素子（フォトダイオードなど）を用いることができる。
【符号の説明】
【００５３】
　１　半導体パッケージ
　１０　配線基板
　２０　撮像素子
　２３，２３Ａ　接着剤
　３０　枠状部材
　３０Ｄ　段差部
　３１　枠基体部
　３２　接着部
　３２Ｘ　凹部
　３３　立設部
　４０，４０Ａ　接着剤
　５０　キャップ部材
　６０，６０Ａ　封止樹脂



(10) JP 5746919 B2 2015.7.8

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 5746919 B2 2015.7.8

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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